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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年7月30日(2009.7.30)

【公開番号】特開2007-43118(P2007-43118A)
【公開日】平成19年2月15日(2007.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-006
【出願番号】特願2006-179052(P2006-179052)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   3/20    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ   3/28    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月12日(2009.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し
、
　前記導電膜に基体を貼り付け、
　前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離するこ
とを特徴とする配線基板の作製方法。
【請求項２】
　基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し
、
　前記電解めっき処理の後、前記基板を洗浄し、
　前記導電膜に基体を貼り付け、
　前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離するこ
とを特徴とする配線基板の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記パターンは、Ｆｅ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｎｂ、又はＳｎを
含むことを特徴とする配線基板の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記導電膜は、ＡｇとＡｕとの合金、ＣｕとＡｕとの合金、ＮｉとＡｕとの合金、Ｃｄ
とＡｕとの合金、ＣｏとＡｕとの合金、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｃｒ、Ａｕ、Ａｇ、Ｒ
ｈ、Ｃｏ、又はＣｄを含むことを特徴とする配線基板の作製方法。
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【請求項５】
　第１の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を
形成し、
　前記導電膜に基体を貼り付け、
　前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、
　前記導電膜と、第２の基板上に設けられ少なくとも１つの薄膜トランジスタを有するＩ
Ｃチップとを、電気的に接続することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　第１の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を
形成し、
　前記導電膜に基体を貼り付け、
　前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、
　第２の基板上に設けられ少なくとも１つの薄膜トランジスタを有するＩＣチップ上に、
導電性樹脂を形成し、
　前記導電性樹脂を介して、前記導電膜と前記ＩＣチップとを電気的に接続することを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　第１の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を
形成し、
　前記導電膜に基体を貼り付け、
　前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、
　前記導電膜と、第２の基板上に設けられ少なくとも１つの薄膜トランジスタを有するＩ
Ｃチップとを、電気的に接続し、
　前記ＩＣチップと前記導電膜とを第３の基板で覆うことを特徴とする半導体装置の作製
方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第３の基板は、ポリプロピレン、ポリエステル、ビニル、ポリフッ化ビニル、塩化
ビニル、繊維質な材料からなる紙、又は帯電防止フィルムを含むことを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項７において、
　前記第３の基材は、基材フィルムと合成樹脂フィルムとの積層フィルムを含むことを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記基材フィルムは、ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、又は紙類である
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０において、
　前記合成樹脂フィルムは、アクリル系合成樹脂又はエポキシ系合成樹脂であることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項５乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記パターンは、Ｆｅ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｇ、Ｎｂ、又はＳｎを
含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項５乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記導電膜は、ＡｇとＡｕとの合金、ＣｕとＡｕとの合金、ＮｉとＡｕとの合金、Ｃｄ
とＡｕとの合金、ＣｏとＡｕとの合金、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｃｒ、Ａｕ、Ａｇ、Ｒ
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ｈ、Ｃｏ、又はＣｄを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。
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